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0.5-2.0keV の低エネルギー H 2 +および Ar-"-照射によって， Si および GaAs 表面に吸着した W(CO)6分子に分解反応
を誘起して， W薄膜が形成できることを示している。さらに， X 線光電子分光法，ガス質量分析法によって分解反応











とを明らかにしている。また， 100keV Ga イオンに対する露光感度曲線を求め，電子ビームと比較して2-3桁高感度
でネガタイプレジストとして働くことを示している。さらに，線幅および間隔が0.15μm の格子状パターンを形成し
て超微細パターンの描画ができることも実証している。
以上の成果は，イオンビーム支援法による微細加工法に関し，有用な新しい知見を得ており，半導体工学の進歩に
貢献するところ大であり，博士論文として価値あるものと認める。
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